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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d’études 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapports de vote
47(BC)1191 47(BC)1309
47(BC)1251 47(BC)1340

47(BC)1261-1261A 47(BC)1311
47(BC)1280 47(BC)1334
47(BC)1290 47(BC)1332 /\(

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus ¢ te info tion syr le

vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Reports on voting
47(CO)1191 47(C0)1309
47(C0O)1251 47(C0)1340

47(CO)1261-1261A 47(CO)1311
47(C0O)1280 47(C0O)1334
47(C0)1290 47(C0O)1332

-1

ull information on the voting for the approval of this amend
bports on voting indicated in the above table.
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On page 5, re
and clauses:

CHAPTER V: GUNN DIODES

—t

General{unde sideration)

2 Terminology and letter symbols

3 _Essential ratings and characteristics (under consideration)
CHAPTER VII: FIELD EFFECT TRANSISTORS

1 General

2 Terminology and letter symbols

3 Essential ratings and characteristics

4 Measurement methods
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Page 12
Remplacer le titre du chapitre Il par le nouveau titre suivant:

CHAPITRE II: DIODES A CAPACITE VARIABLE, DIODES A RETOUR RAPIDE ET
DIODES SCHOTTKY DE COMMUTATION RAPIDE

Page 72

Remplacer les titres du chapitre 1l et de la section deux par les nouveaux titres suivants:

CHAPITRE II: DIODES A CAPACITE VARIABLE, DIODES A R TOUR APIDE ET

DIODES SCHOTTKY DE COMMUTATION

Section deux: Diodes a retour rapide,

Page 82
Ajouter le nouveau paragraphe 4.3 suivant;

4.3 Méthode de mesure de la™d & vue effective des porteurs en excés des dio

La'diode a mesurer est connectée en série avec une résistance, 'ensemble «diode + ré
tance» est alimenté par un générateur sinusoidal (fréquence o).

Hes

de

tlles

ique-

pour

sis-

a) du courant de charge et de décharge de la capacité parasite en paralléle sur la

diode en essai;
b) de la tension de jonction électrostatique y de la diode.
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Page 13
Replace the title of chapter Il by the following new title:

CHAPTER II: VARIABLE CAPACITANCE DIODES, SNAP-OFF DIODES AND
FAST-SWITCHING SCHOTTKY DIODES

Page 73

Replace the titles of chapter Il and section two by the following new titles:

Page 83
Add the following new subclause 4.3:

4.3 Measuring method of the excess\carriere i of diodes for fast-switching

[To measure the excesb\carrier lifetin ollowing the Krakauer method, for exam-
ple.)

NOTE - The c'

the carriers in exce

fied so as to separate clearly the carrier lifetime owing to
discharges of the capacitance of the diode under test and of

The diode to be measured is connected in series with a resistor, the set "diode + resistor"
is supplied by a sinusoidal waveform generator (frequency ©).

account:

a) the charge and discharge current of the parasitic capacitance in parallel with the
diode under test;

b) the electrostatic junction volitage v of the diode.
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Les valeurs des courants direct et inverse sont déterminées & partir des valeurs de
tension mesurées aux bornes de la résistance.

Oscillogramme
;- = -

D
™~
| g

G@ [R

’capacitif

B 11133193

Figure 33

On peut démontrer que:

4.3.
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CEI 11134193

Figure 34


https://iecnorm.com/api/?name=0f8b2ccf6f1572c2eba4cff0751a5a60

747-4 Amend. 1 © IEC:1993 -7-

The values of the forward and reverse currents are calculated from the voltage measured
across the resistor.

Oscillogram

% -~
N “
=t

i icapacilive
e Ik 4
\4 7’
Py

Figure 33

It can be shown that:

i
or=-2C (1-Y) andso:t
ot Ep

where
T is the carrier lifetimg of the diede ung%s

f is the frequency he si i N3 J€
is the peak valug
is the pe

is the forward

D
|
||

ATT, ATT, N\ | sa

IEC 11134193

Figure 34


https://iecnorm.com/api/?name=0f8b2ccf6f1572c2eba4cff0751a5a60

-8~ 747-4 amend. 1 © CEl:1993

N

ou
G est le générateur de tension sinusoidale de fréquence f
R est la résistance interne du générateur d’ondes sinusoidales

9

ATT1 est I'atténuateur, Zo = l'-'r‘9

D est la diode en essai

ATT, est l'atténuateur, Zo = Rs
So est l'oscilloscope, Zinput = F.’g
LS est le circuit de synchronisation de l'oscilloscope

4.3.4 Exécution

insérer la diode & mesurer dans un montage d’essai sin b scHéma repré-

senté 3 la figure 34.
Régler la fréquence du générateur d’ondes sinu /eau de sortie pour
obtenir la valeur spécifiée du courant ipf.

NOTE 1 - Lorsque l'oscilloscope est étalonné efi tepsi W\ 8 /¢ peut étre calculée a partir T‘e la
tension a {'entrée de l'oscilloscopg” et de lifmp Oscilloscope (R, = R_), en tepant
compte de 'atténuation de ATT,,

La valeur de i _est égale a la d sntreNla valeur créte du courant inverse et la

de © est calculée selon la formulel du
et la valeur de y (par exemple aveg un

valeur extrapofée du courant capa
chapitre 1l aprés av

NOTE 2 - Dans e cagd je de de la figure 34, la valeur de e, peut étre mesurée dirgcte-

ment su nt directement ATT, & ATT,, (court-circuit aux bornes de la
diode, pa 0

> e Veif
xe = ——
off M o(ATT1/20)

’pr > Icapacmf

Exemple: Etant donné

R, =50Q
Vg =10V
f =54 MHz

ATT, = 10 dB, ATT, = 20 dB (valeurs généralement suffisantes pour réduire les désadapta-
tions d'impédance apparaissant en cours de cycle aprés la mesure de la durée de vie des
porteurs).

La valeur de i est lue directement sur I'oscilloscope et, en tenant compte de I'atténuation de
ATT2, on obtient les valeurs suivantes:

ipf=75 mA, y=1,35Vet Ep=8,9 V.
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where

G is the sinusoidal waveform voltage generator with frequency, f
Rg is the internal resistance of the sinusoidal wave generator
ATT, is the attenuator, Zo = Rg

D is the diode under test

Al |2 is the attenuator, Zo = Rs

So is the oscilloscope, Zinput = Rg

LS is the synchronization for the oscilloscope

4.3.4 Measurement procedure

The diode to be measured is put in the test fixture similar to th
diagram).

The frequency of the sinusoidal waveform generator is
the specified value of | of-

¢urrent and the extrapolated value of the

NOTE 2 - For the circuif diagrdm of fi A the\alueof e can be measured directly on the calibrated
oscilloscope wh A s A 3 ATT,) are directly connected (for example, a short circuit
across the diode

~ Vims
10(ATT1/20)

Example:’, Given

Rg =50 Q
Vrrns =10V
f =54 MHZ

ATT, = 10 dB, ATT, = 20 dB (these values are generally sufficient to reduce the effect of the
mismatch appearing during the cycle after the carrier lifetime measurement).

The value of i is read directly from the oscilloscope, and taking into account the attenuation
of ATT,, the following values are obtained:

ipf =75 mA, y = 1,35 V and Ep =89 V.
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La lecture sur I'oscilloscope donne le rapport ip P Suri

pf’
oo T
i, 5
f
N P
1
o wN
5

La formule du chapitre Il donnes

4.3.5 Exigences

La valeur de t doit étre e.

ircuit et, si celui-ci est différent de celui de ia figure (34,
gléments le constituant

CHAPITRE V — DIODES GUNN

Remplacer «(A I'étude)» par le texte suivant:

1 Généralités

(A I'étude)

2 Terminologie et symboles littéraux

2.1 Tension de claquage d’impulsion (d’'une diode a effet Gunn) V(BR)

Valeur la plus faible de la tension dans les conditions d’impuision spécifiées a laquelle la
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From the oscilloscope the ratio of ipr to ipf is derived:

oo
i, 5
Y pf
!
P
5

From the formula in chapter Il it follo

4.3.5 Requirements

The value of T shall be wit elevant specification.

Ambient or c

Frequency of s
Peak value of §o

Values of elen thecircuit, and the circuit diagram with values of the
elements, '

Page 143
CHAPTERW— GUNN DIODES

Replace "(Under consideration)" by the following text:

1 General

(Under consideration)

2 Terminology and letter symbols

2.1 Pulse breakdown voltage (of a Gunn diode), V(BR)

The lowest value of the voltége under specified pulse conditions at which the resistance of


https://iecnorm.com/api/?name=0f8b2ccf6f1572c2eba4cff0751a5a60

-12- 747-4 amend. 1 © CEI:1993

résistance de la diode décroit brusquement.

3 Valeurs limites et caractéristiques essentielles
(A I'étude)
4 Méthodes de mesure

4.1 Tension de claquage d’impulsion V(BR)

411 But
Mesurer la tension de seuil d’'une diode & effet Gunn dans les conditions spécifiées.

4.1.2 Schéma

NE )

CEIl 1136193

Augmenter I'amplitude d’impulsion d’entrée jusqu’a ce que le front arriére de I'impuls

observable sur l'oscilloscope chute instantanément.

van t instant est la tension de seuil de la diod

effet Gunn.

4.1.5 Conditions spécifiées
Température ambiante
Durée d’impulsion
Taux d'impulsion

on

e a
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the diode decreases suddenly.

3 Essential ratings and characteristics
(Under consideration)
4 Measurement methods

4.1 Pulse breakdown voltage, V(BR)

i 1.1 Purpose
To measure the threshold voltage of a Gunn diode under the specified conditions.

4.1.2 Circuit diagram

Il

The input putsé. is applied to the diode by the pulse generator, G.

ncrease-the amplitude of the input puise until the back-porch of the pulse observed on the
pscilloscope drops abruptly.

mmiediately prior to this time the voltage across the diode is the threshold voltage of the

Gunn diode.

4.1.5 Specified conditions
Ambient temperature
Pulse duration
Pulse duty factor
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4.1.6 Précautions

La durée d'impulsion et le coefficient d’utilisation doivent étre choisis de maniére a
empécher tout changement permanent des caractéristiques qui entrainerait la destruction

du dispositif.

4.2 Tension de seuil

421 But

Mesurer la tension de seuil d’une diode a effet Gunn dans les conditi spécifiées.

4.2.2 Schéma

CEl 11137193

L'a-cavité doit satisfaire aux exigences suivantes:

— avoir des éiéments de réglage permettant de visualiser le mode d’oscillation d

Iela

——diode-danstabande-de-fréquencesspéeitice;
'J\JVII LAY

— assurer la fréquence d'oscillations spécifiée en fonction de la polarisation de la

diode;

— assurer I'évacuation de la chaleur de la diode dans les conditions de fonction-

nement. Dans ce cas, la température de maintien critique ne doit pas dépasser

une

valeur limite maximale spécifiée pour un type particulier de diode. La résistance

d’entrée de la source de tension ne doit pas dépasser 10 % de la résistance d
diode. '

e la
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4.1.6 Precautions

The pulse duration and duty cycle shall be chosen to prevent the permanent change of
characteristics or destruction of the device.

4.2 Threshold voltage

4.2.1 Purpose

To measure the threshold voltage of a Gunn diode under specified conditi

4.2.2 Circuit diagram

1 2 il 3 | 4

A 4
5
IEC 11137193

e

where
1 is the voltage generato

easy it is necessary to have a cavity chamber, the design of which is
Epecified for eéach type of diode.

he cavity' chamber shall meet the following requirements:

= ~“have adjustment elements enabling visual oscillation mode of a diode to be
: | withintl iodt band:

— ensure a specified microwave frequency coupling in the diode supply circuit;

- ensure the heat removal from the diode in the operating conditions. In this case the
critical holding temperature should not exceed a specified maximum rating for a
particular type of diode. The input resistance of the voltage source should not exceed
10 % of the diode resistance.
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4.2.4 Exécution

Introduire la diode dans la cavité. Augmenter progressivement la tension d’alimentation
jusqu’a ce qu'une oscillation se produise. L'appareil de mesure (4) définit ot l'oscillation
se produit. Régler la cavité 2 la valeur maximale donnée par celui-ci. En cas de
surcharge, utiliser un atténuateur. Réduire la tension d’alimentation a zéro. Répéter ces
opérations jusqu’a obtention de la valeur minimale de tension & laquelle l'oscillation se

: : e : = 3 ol

'oscillation se produit.
4.3 Résistance
4.3.1 Méthode avec voltmétre-ampéremetre

4.3.1.1 But

Mesurer la résistance d'une diode & effet Gunn dans le

4.3.1.2 Schéma (\
(A VQ_A

G

W car 1113893

Figure 38

4.3.13 Description et exigences du circuit

La résistance d’entrée du voltmétre doit étre élevée par rapport a la résistance maxinale
de la diode.

4.3.1.4 Exécution

Le courant de mesure doit étre nettement inférieur au courant de seuil ko

Tenir compte de la chute de tension sur les fils et les bornes qui connectent la diode au
circuit de mesure.

A cette fin, mesurer la chute de tension sur les bornes en court-circuit du support de la
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4.2.4 Measurement procedure

The diode is inserted into the cavity. The supply voltage is gradually increased until
oscillation occurs. The moment when the oscillation occurs is defined by the indicator (4).
The cavity is adjusted to the maximum indicator reading. When the indicator is over-
loaded, an attenuator is used. The supply voltage is reduced to zero. These operations
are repeated until the minimum voltage value at which oscillation occurs is achieved. The

- nld ' Y - a N ry 0 ala momen

oscillation occurs.

4.3 Resistance
4.3.1 Voltmeter-ammeter method

4.3.1.1 Purpose

To measure the resistance of a Gunn diode under specified ¢

#.3.1.2 Circuit diagram

+

B (d

\( w IEC 11138193
' Q igupe 38
where

G isthed.c. €

A
V is
D

#.3.1.3 (Circuit description and requirements

The(input resistance of the voltmeter should be high with respect to the maximum
resistance of the diode.

4.3.1.4 Measurement procedure

The measuring current shall be significantly lower than the threshold current, /1.

Take into account the voltage drop on wires and terminals connecting the diode to the
measurement circuit.

For this purpose the voltage drop on the short-circuited terminals of the diode holder is
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diode.

Calculer la résistance de la diode & effet Gunn a 'aide de la formule:

ou

R est la résistance de la diode en mesure

sure
| est le courant aux bornes de la diode en mesure

4.3.2 Méthode de substitution
4.3.2.1 Schéma

Va
S
CEI 1139/93

~

ou
G est le générate MTaRn Rtinu

R1 est@s

V estleyo

La.résistance interne du générateur de courant continu que constituent G et A, doit tre
glevée par rapport a la résistance maximale de la diode. Choisir pour la résistance
variable R, une valeur telle que le courant aux bornes de la diode puisse étre réglé qans

'H b ol 4.0 .07
e tmiteae iIU /0.

La valeur de la résistance étalonnée R, ne doit pas étre inférieure a la valeur limite
maximale de la résistance de la diode.

4.3.2.3 Exécution

Mettre I'interrupteur S en position 1 et étalonner le voltmétre avec la résistance R1.'
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measured.

The resistance of a Gunn diode is calculated by the formula:
U

]
where
R is the resistance of the diode being measured

U is the voltage drop on the diode being measured
I is the current through the diode being measured

4.3.2 Alternative method

4.3.2.1 Circuit diagram

where

G is the d.c. generg
R, is the varig

V is the d.c. volt
S is the swit
R,
D

4.3.2.2 Circuit-description and requirements

The intefnal resistance of the d.c. generator (G and R,) should be high with respect to the
aximpm resistance of the diode. The value of the variable resistor, R, is chosen so that
:l;:e current through the diode can be adjusted within +10 %.

The resistance of the calibrated resistor, A,, should not be less than the maximum rating
of the diode resistance.

4.3.2.3 Measurement procedure

The switch S is set in position 1 and the meter scale is calibrated by the resistor, R,.
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Mettre alors linterrupteur S en position 2 et lire la valeur de la résistance sur I'échelle de
mesure.

Page 152
Ajouter les articles et les paragraphes suivants:

4 Méthodes de mesure

41T Generalites
4.1.1 Polarité

Les polarités des alimentations, figurant dans les circuits g me,
s’appliquent aux dispositifs & Canal N. Toutefois, il est possiblecd’ ad ap e§ circuits [aux
dispositifs & Canal P en changeant les polarités des appare des
alimentations.

4.1.2 Précautions générales

sont
, et a
la
fréquence de mesure.

4.1.3 Précautions de manipulatioa
En raison de la résistance d’entrée tres €leve i lehe
isolée de la grille (g i i isolg itifs
jonction-grille) peut € duit
par exemple lors de
tion

Ld méthode de mesure figurant & 'article 3, chapitre IV, de la CEl 747-8 est applicable

4.3 Tension grille-source de blocage (Vg4

La méthode de mesure figurant & I'article 5, chapitre IV de la CEl 747-8 est applicable, la
phrase en 5.3 étant remplacée par «Voir précautions générales».

4.4  Tension de claquage grille-source (Vgg,s)
441 But

Mesurer la tension de claquage grille-source d'un transistor a effet de champ dans les
conditions spécifiées.
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Then the switch S is set in position 2 and the resistance value is read on the meter scale.
Page 153
Add the following clauses and subclauses:

4 Measurement methods

4.1 General

|4.1 .1 Polarity

The polarities of the power supplies, shown in the circuits in this standayd, are applicable
o N-Channel type devices. However, the circuits can be adapted annel type
Hevices by changing the polarities of the meters and the power suppli

#.1.2 General precautions

The general precautions listed in clause 2, chapter Vi apphy
special care should be taken to use low-ripple d.c. sup 3 ouplé adequately all
bias supply voltages at the frequency of measureme

#.1.3 Handling precautions

ayer (for insulated-gate
rreversibly damaged if a

The measuring methdd given in clause 3, chapter IV, of IEC 747-8, is applicable.

#.3 (Gate-source cut-off voitage (Vg

sentence in 5 3 belng replaced by "See general precautlons

4.4 Gate-source breakdown voltage (Vgg,gs)
4.41 Purpose

To measure the gate-source breakdown voltage of a field-effect transistor under specified
conditions.
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4.4.2 Schéma

Vea Qi Cx) Vas

Figure 40 — Circuit de base pour la mesure d&
de claquage grille-source V4

—

4.4.3 Description et exigences du circuit

R est une résistance de protection.

4.4.4 Exécution

pinverse grille-source de zéro, jusqu'a
gurs Iy ou Vpn oo SPécifiées. Si ffon
'stor est défectueux. Si I'on obtient d’abord

ppérature du boitier, T, ou T

4.51 But

Mesurer la résistance thermique, canal-boitier d’'un transistor a effet de champ dans |es
conditions spécifiées.
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4.4.2 Circuit diagram

Voo Qi @) %

i

IEC, 1(140193

Figure 40 — Basic circuit for the measurement of gate-sotirce
breakdown voltage, V(BR)Gs

4.4.3 Circuit description and requirements

R is a protective resistor.

f#.4.4 Measurement procedure

1

1

#.5.1 Putpose

fo measure the thermal resistance, channel-to-case of a field-effect transistor under
fpecified conditions.
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452 Schéma
/
D S,
O
D
s s
2
o @
u G\/S

toor I Ve < \@’
RO\

CEI 1141193

Figure 41 — Circuit pour la mesure de thermique canal-boitier

4.5.3 Principe de mesure

Cette méthode utilise la tension directe : , le drain étant en circuit ouyert
pour un courant direct de grilleg—de réiére s comme caractéristigue
pérature (virtuelle) du canal 7 .

1) Etablisse

_ alonnage individuelle Vg = AT;) représentée [par
une drg Pe

mb*
La pente6 be 3 pefficient de température o de la tension directe grjlle-
source:
AV,
GSF e
o= AT, (1) (voir figure|43)

ine dissipation de puissance constante Vg - / jusqu’a obtention d¢'un
ermique et mesure de la variation de tension directe grille-source qui en

On calcule alors la résistance thermique:

AV, 1
Rineh-c) = GSE | - ()

o Y555
4.5.4 Description et exigences du circuit

La résistance R doit étre suffisamment élevée par rapport & la résistance statique d’entrée
grille-source pour garantir un courant direct de grilie de référence suffisamment constant.

On peut remplacer V5, et R par un générateur de courant constant.

On indique, figure 42, la séquence d’application des impulsions de courant continu au
dispositif @ mesurer. Le courant consommé par le voltmétre qui mesure Vg doit étre
négligeable vis-a-vis du courant direct de grille du dispositif en mesure.
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4.5.2 Circuit diagram

4.5.3 Principle of measurement

The method uses the gate-source fo
teference gate forward current, /g o

1) Establishing of
mated by a st
The slope of tHi

voltage:

voltage,
The thermal resistance is then calculated as:

AV, 1
Rth(ch-c) = GSF | — - (2)

% v DS ID

4.5.4 Circuit description and requirements

Resistor R must be high enough, compared with the static gate-source input resistance, to
ensure sufficient constancy of the reference gate forward current.

Vagq @nd R may be replaced by a constant current source.

The timing of the d.c. pulses supplied to the device being measured is shown in figure 42.
The current passing through the voltmeter for V;g must be negligible compared with the
forward gate current of the device being measured.
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4.5.5 Précautions a prendre

Voir les précautions générales.

La température spécifique du boitier du dispositif a mesurer doit étre gardée constante
durant la mesure.

45.6 Méthode de mesure

2 mesure—s'effectus—en—deux—paries me la
mesure de la résistance thermique canal-boitier.
On
s, A\ \
i 1 ) 1
1 1 ]
1 1 l
t ' ' |
] ' On yaN N~ : i
1 i 1
1 1 \ 1
| 1 1 1
82 T T L { T
\ ] { 1 1
1 1 i i | 1
1 ! 1 1 1 1
' 1 | /\ /\(&“ (\ N 1 ! 1
! i ' t 1 1
1 1 1 \J t 1 [
1 ' 1 1 [ i
Ss + + + 4 +
i i 1 1t 1 1
1 1 11 11 1 1
1 1 ' 1
(I i 1 1
— \ 1 1 [ B
1 1 1
Z\ 1 [ i ] AVGSF
1 it
AR ek
\ i 1
\ W : : VasrF2
. : Y
Yas < 1 1 A 1 I 1
{ ! g Vas 1 o
1 A 1 ] {
1 ! 11 1 1 1
| 11 1 i l
! | 1 ! 1
1 1 i 1 1
1 1 11 11 1 1
1 i 1 1 i [
1 1 ! [ 1 1
| 1 1 ! | 1
| 1 | i 1 1
i 1 ! 1 1 s
| 1 1 1 1 1
( i 1 1 1 1
i 1 i i [ l
"D i 1 i 1 1 i
) ] L) i 1 Rl
1 T g g, 1Tl ¢ >
Ty e e pld— e
. . g L] ] [
t1 | 13 t4 ! (6
t t
5 CEl 1142193

Figure 42 — Ordre d'application des impulsions de courant continu du dispositif en mesure
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4.5.5 Precautions to be observed
See general precautions.

The specified case temperature of the device being measured shall be kept constant
during the measurement.

4.5.6 Measurement procedure

On

On AN {
N

v

%
>
S

NU)
1
R EEEr EEEEEE

< o
2

&
:j::

[ A Y

Vasr

RNUIUEUN SN R

X L

| Vas P

] 1

1 1 |

t 1 t

i ] i

[} 1 |

[} | [}

1 t 1

1 I |

1 1 }

t t !

1 1 1

1 1 1

I ' |}

1 ] 1

1 | l

1 Ll L]

'ts 1 ‘?4 [} 1.'1 1 t
! T1 .H__l,l‘_._——_—__—__——.}.‘_—_“l . i~ : ‘l“_.
t, vty t4l &
b ts
IEC 1142193

Figure 42 — Timing chart of d.c. pulse to be supplied to the device being measured
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4.5.6.1 Mesure de a

993

Placer le dispositif en mesure sur une plaque chauffante (ou dans un four) et le relier au
circuit comme indiqué a la figure 41. Les interrupteurs S, et S, sont fermés, linterrupteur

S1 est ouvert.

Régler R de maniére A ce que le courant-direct de-grille de référence IG(ref) ait une valeur

adéquate pour effectuer les mesures.

S th(ch-c)
ce réglage, ouvrir l'interrupteur S1.

On établit la courbe d’étalonnage Vasr = f(T,;,) en mesurant un nombre suffisant-de po

de la courbe pour obtenir une approximation suffisamment précisedea droite. Pour ce

mesurée T .

Une fois I'équilibre thermique atteint, fermer S, au ten

tard pour la mesure Rth(ch_c). Noter la tension directé

A partir des points obtenus par la mesure, on ¢
alors extraire le calcul de a a partir de la

A
ATch

Vasr

CEl 1143193

nnage Ve = AT, ) pour une valeur spécifiée de IG(

. ref)
n du coefficient o

45.6. Rth(ch-c)
Connecter le dispositif & mesurer au circuit comme il est indiqué dans la figure 41.
mesure commence dés que I'équilibre thermique est atteint. Au temps t = t,, ouvrir
pendant la période 7, et noter la tension directe grille-source Vge,. Au bout d'un in
valle de temps ., fermer S,.

rés

lus

eut

La

ter-

La période 7, est généralement de I'ordre de plusieurs dizaines de microsecondes.

Au temps t = t,, ouvrir S,. Au temps t = t,, ouvrir S, et régler V., pour obtenir la valeur

requise de /5. Noter alors Vs et Ip.
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4.5.6.1 Measurement of o,

The device being measured is mounted on a heating block (or placed in a heating oven)
and connected to the circuit as shown in figure 41. Switches 82 and Sa are off, switch S1
ison.

R is adjusted such that the reference gate forward current, IG(ref), ‘has a suitable value for
the purpose of the measurements.

th(ch-c);

After this adjustment, switch S, is opened.

in each point of the curve, the temperature of the heating bloc
value, T, .

From the measured points the straight-line approxj
from its slope (see figure 43).

A
Vasr

AVgsr

m el
N [\/\ “ >

O \>\/ Te
IEC 1143193

on C Vase = A(T,) for fixed IG( refy’ evaluation of o

4.5.6.2 Measurement of Rth(ch_c)
The devicg.being measured is connected to the circuit as shown in figure 41. The measure-
ment begins after thermal equilibrium is reached. At t = t,, S, is switched on for the
period 7, and the gate-source forward voltage Vsqp, is recorded. After ., S, is switched
Off!

Period 7, is usually selected to be several tens of microseconds.

Att=t,, S, is switched on. At t = t;, S, is switched on, and Vi, is adjusted to reach the
required value of /. VDS and /, are recorded.
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Au bout de Fintervalle de temps 15, lorsque I’équilibre thermique est atteint, fermer S;, au
temps t = t,. Généralement il suffit que t, soit de l'ordre de plusieurs centaines de milli-
secondes. Au temps t = tg, fermer 82 immédiatement aprés avoir fermé 83. Au temps
t= t,, aprés écoulement de temps de retard t,, ouvrir a nouveau S, durant la période 1, et
noter 1a tension directe grille-source, Vggp,-

Renouveler la procédure de mesure ci-dessus pour des valeurs croissantes de 1,, toutes
les autres conditions restant identiques. Noter les valeurs de V-, ainsi obtenues.

Ces valeurs sont introduites dans un graphe representant Voo, = 1(7,) (voir figure 44). A
partir de ce graphe, on peut extrapoler Vi ge,., valeur de Vg, pour 7, = 0. On_ calcule

alors R, (ch-c) AiNSi:

-V,

Vasr2r ~ Vesk1 1 3)

Rth(ch-c) = o

Noter que (Vggro: — Vggry) €t @ ont une valeur negati

y
Vasr

Vasr1 |

Y

CEI 1144193

Courant direct grille-source de référence: /g

Courant de drain: Is

Tension drain-source: Vos

4.6 Puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB (Po(1 dB) )
4.6.1 But

Mesurer la puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB d’un transistor a
effet de champ dans les conditions spécifiées.
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After the period T3, when thermal equilibrium is reached, S3 is switched off at t = I
Usually, several hundreds of milliseconds for t, will be sufficient. S, is switched off at
t = g, just after S; is switched off. At t = f, after the delay time t, has elapsed with
respect to delay time t,, S, is switched on again for the period t, and the gate-source
forward voltage, Vg, is recorded.

The above-described measurement procedure is repeated for increasing values of 7,, all
other conditions being held constant. The resulting values for V5, are recorded.

hese values are inserted in a graph showing Vg, = f(t,) (see figure 44). From the
graph, Vqeo. can be extrapolated, which is Vagro forz, = 0. Rth(ch_c) is calculated as:

Vask2 ~ Vask1 1

3
= Vs &)

Rth (ch-¢c) =

Note that both (V, v ) and o have a negative val
G GSF1

SF2* ~

y
Vasr

VGSF1 -

IEC 1144193

Case temperatuce;
Reference gate-source forward current: /g

Drajn current: Iy
Drain source voltage: Vos

4.6 Output power at 1 dB-gain compression (Po(1 dB))
461 Purpose

To measure the output power at 1 dB-gain compression of a field-effect transistor under
specified conditions.


https://iecnorm.com/api/?name=0f8b2ccf6f1572c2eba4cff0751a5a60

-32-

747-4 amend. 1 © CEI:1993

4.6.2 Schéma
Fréquence-
métre
L /’ At ] Coupleur Réseau de Réseau d’adptation
Tsorateur vaénmﬁab|e direciit po'a"satlon o |’|lllpédaﬂce
— d'entrée
A B
Vaa Dispositif|a
Générateur R.F. Wattmatre 1
K mesuref
Q\ N
N
Analyseur Coupleur \,\) Réseau d'adplation
de spectre Atténuateur direct de l'impédafce
(7 de sortig
1\( o /
altmétre
~.
CEI | 1145193

e mesure de la puissance de sortie pour
gompression de gain de 1 dB

¢’la figure 45, la puissance d’'entrée P, et la puissance de sortie P du

dispositif. er_megure sont issues des équations suivantes:
P,=P;—L, (4)
P,=P,-L, (5)

ol P, et P, sont les valeurs indiquées pour les wattmétres 1 et 2, respectivement. L, et L,
sont les pertes de circuit du point A au point B et du point C au point D indiquées a la
figure 45, respectivement, P, P, P, et P, sont exprimées en dBm. L, et L, sont exprimés

en dB.
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4.6.2 Circuit diagram

Frequency
meter
A
// Mariabl Directional Input impedance
Isolator ';‘“““;“ coupler Bias network matching
attenuator - network
A B
Vv, Vv, ) .
R.F. generator : Power meter 1 GG Q 5 GS< evice being
+ easufed
/7
/\ C
AN\
Spectrum Directional /_ \ N1 Output lmp'edance
Attenuator coupler s-nétwork matching
network

analyzer g \/(7
¢

Ds

1EC 1145193

s and the output power, P, of
the device being~measured are derived from the following equations:

P.=P

i 1"1'

1 (4)

P,=P,+L, (5)

where P; and P, are the values indicated by the power meters 1 and 2, respectively.
L; and L, are the circuit losses from point A to point B and from point C to point D shown
in figure 45, respectively. P, P,, P, and P, are expressed in dBm. L, and L, are expres-
sed in dB.
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Le gain en puissance Gp exprimé en dB est issu des équations (4) et (5) comme suit:
G =P -P (6)

. La puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB Po(1 dB)’ est la valeur pour
laquelle le gain diminue de 1 dB, parrapport-au-gain linéaire.

4.6.4 Description et exigences du circuit

dispositif 2 mesurer quelle que soit la désadaptation a I'entrée. On doit monter le dispgsitif

Cisolateur a pour objet de permetire de maintenir constant le niveau de puissance sir le
rer

a mesurer sur un support d'essai ayant une bonne dissipation thermique. On doit‘me

au prealable les pertes de circuit L, et L,,.

NOTE - Il est préférable avant d’effectuer les mesures de L, et L, dace aux d'impédance
d'entrée et de sortie.

4.6.5 Précautions a prendre

puissance d’alimentation.

4.6.6 Exécution

(€.

pécifiée en faisant varier VGS.

juste au-dessous de la valeur P,

\match aU dispositif en

Appliq ne
mesure

ation d’'impédance d’entrée et de sortie de suite qug le
maximale.

ge d'entrée a la valeur spécifiee P, _. . et procéder au réglage

¢ la~valeur au niveau de la puissance d'entrée de 15 dB jusqu'au niveay de
ance pouriequel le gain en puissance G est le gain linéaire G, - G;;, est le gain
g dang la région ol la variation de puissance de sortie en dBm est identique a
celle de la puissance d’entrée.

Augmenter la puissance d’entrée jusqu’a ce que le gain en puissance diminue de {1 dB
par rapport au gain linéaire Gj;,,.

4.6.7 Conditions spécifiées
Température ambiante ou température du boitier, T, ou T__
Tension drain-source, VDS
Courant de drain, I
Fréquence

Puissance d'entrée, Py ...
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Power gain Gp in dB is derived from equations (4) and (5) as follows:
G =P -P (6)

The output power at 1 dB-gain compression, Po(1 dBy is the value where the gain de-
creases by 1 dB, compared with the linear gain.

4.6.4 Circuit description and requirements

i or 15 10 ena € power lev vice being measu
pe kept constant irrespective of impedance mismatches at its input. The device being
measured should be mounted on the test fixture having a good heat flow. The circuit
osses L, and L, should be measured beforehand.

NOTE - Itis desirable in the measurement of L, and L, that the input and outp
tuned beforehand.

4.6.5 Precautions to be observed

There should not be any abrupt impedance change at
gircuits. Oscillation, which is checked by a spectrum &
these measurements. Termination must be capable ¢

IS

1.6.6 Measurement procedure
The frequency of the r.f. generator

The drain current is|adj B specitied value by varying Vq.

An input po yalue P .. is applied to the device being
measured.

The input and @ tching networks are adjusted so that the power
meter 2 shows the

The inpu ed to the specified value P .. and final adjustments are

made to the impédansce matehing networks.

power level is decreased by 15 dB down to the power level at
in7 G, is the linear gain, G; - G, is the gain measured in the
region where ange of the output power in dBm is the same as that of the input

power.

Thesinput power is increased until the power gain is decreased by 1 dB, compared with
linear gain, Gj;.

Fre-outout . tt-ciBaat . it

4.6.7 Specified conditions
Ambient or case-point temperature, 7, or T,
Drain-source voltage, Vpg
Drain current, /,
Frequency

Input power, P, .+
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4.7 Puissance de sortie pour une puissance d'entrée spécifiée (P,)

4.7.1 But

Mesurer la puissance de sortie pour une puissance d’entrée spécifiée d’un transistor a
effet de champ dans les conditions spécifiées.

4.7.2 Schéma

Voir schéma figure 45.

4.7.3 Principe de mesure

La puissance de sortie P, pour une puissance d'entrée sp de_ est. ‘issue | de
I'équation (5).

4.7.4 Description et exigences du circuit

Voir description et exigences du circuit en 4.6.4.

4.7.5 Précautions a prendre

Voir précautions en 4.6.5.

4.7.6 Exécution
Régler la fréquence du généra

Régler le coura

Appliquerune
ames

des

Température ambiante ou température du boitier, T, . ou T

Tension drain-source
Courant de drain

Fréquence
Puissance d’entrée

4.8 Gain en puissance pour une compression de gain de 1 dB GP(1 dB)
4.8.1 But

Mesurer le gain en puissance pour une compression de gain de 1 dB d'un transistor a
effet de champ dans les conditions spécifiées.
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4.7 Output power at specified input power (P,)
4.71 Purpose

To measure the output power at specified input power of a field-effect transistor under
specified conditions.

4.7.2 Circuit diagram

See the block diagram shown in figure 45.

4.7.3 | Principle of measurements

Dutput power, P, at specified input power is derived from the equation

4.7.4 Circuit description and requirements

Bee the circuit description and requirements of 4.6.4.

1.7.5 Precautions to be observed

See the precautions of 4.6.5.

1.7.6 Measurement procedure
The frequency of the r.f. generator i

Ambigatior case-point temperature, T, or T

Drain-source voltage

Drain current

Frequency
Input power

4.8 Power gain at 1 dB-gain compression Gp; yg,
4.8.1 Purpose

To measure the power gain at 1 dB-gain compression of a field-effect transistor under
specified conditions.
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4.8.2 Schéma
Voir schéma de la figure 45.

4.8.3 Principe de mesure

Le gain en puissance est issu de I'équation (6). On peut calculer le gain en puissance
pour une compression de gain de 1 dB Gp(1 dgy comme suit:

1 7

GP(I dBy G
4.8.4 Description et exigences du circuit

Voir description et exigences en 4.6.4.

4.8.5 Précautions a prendre

Voir précautions indiquées en 4.6.5.

4.8.6 Exécution

Voir exécution en 4.6.6 et principe de mesure g

4.8.7 Conditions spécifiées
Température ambiante ou te
Tension drain-source
Courant de drain
Fréquence
Entrée

4.9 Rendeme
49.1 But

Mesurex le renderen les

Voirschéma de la figure 45.

4.9.3 Principe de mesure

On obtient le rendement en puissance ajoutée (n,4,) en pourcentage, ainsi:

P -P

Nagd = Y- X 100 8)
DS D
ol
VDS est la tension drain-source en volts
I est le courant en ampéres

P, et P, sont exprimés en watts
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4.8.2 Circuit diagram

See the block diagram shown in figure 45.

4.8.3 Principle of measurements

Power gain is derived from the equation (6). Power gain at 1 dB-gain compres-
sion, Gp4 4g) €an be calculated by:

A
A7

G =0
FP(IdB) “hn
4.8.4 Circuit description and requirements

$ee the circuit description and requirements of 4.6.4.

4.8.5 Precautions to be observed

$ee the precautions of 4.6.5.

4.8.6 Measurement procedure

$ee the measurement procedure of 4.6.6. See the p ents of 4.8.3.

4.8.7 Specified conditions
Ambient or point temperature, T

mb or case
Drain-source voltage

Drain current
Frequency

InpUt P|rﬁatch 9
4.9 Power added e

4.9.1 Purpose

To measure
¢ondition

efficiency of a field-effect transistor under specified

4.9.2 Circuitdia

$ee the plock diagram shown in figure 45.

4.9.3 Principle of measurements

Power added efficiency (n,44) in per cent is given by:

PP 100 8)
MNadd= 7 7 X
add VDS . ID
where
Vos is the drain-source voltage in volts
Ih is the drain current in amperes

P, and P, are expressed in watts
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4

4.9.4 Description et exigences du circuit

Voir descriptions et exigences du circuit en 4.6.4.

4.9.5 Précautions a prendre

Voir précautions en 4.6.5.

4.9.6 Exécution
Régler la fréquence du générateur r.f. & la valeur spécifiée.
Appliquer une tension grille-source Vg Voisine de la tension dg e _grille-sourcp.

(1"

Appliquer la tension drain-source spécifiée Vos
Régler le courant de drain a la valeur spécifiée en faisant

Appliquer une puissance d'entrée spécifiée au dispositif\g 5 les
réseaux d’adaptation d'impédance d’entrée et dg”Sertie d : s p 2

Mesurer également la tension drai
correspondant.

4.9.7 Conditions spécifiées
Fréque@
Puissance’dén

g bruit d’'un transistor a effet de champ dans les conditions spécifiées.
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4.9.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements of 4.6.4.

4.9.5 Precautions to be observed

See the precautions of 4.6.5.

1.9.6 Measurement procedure
The frequency of the r.f. generator should be adjusted to the specified

The gate-source voltage, V5, near gate-source cut-off voltage is app

S’
The specified drain-source voltage, Vg, is applied.

The drain current is adjusted to the specified value by varying

1.9.7 Specified conditions
Ambient or case temperé
Drain-source voltage,
Drain-current, |
Frequency
Input power, P,

fo measure the e\ figure of a field-effect transistor under specified conditions.
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